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１．FM変調回路の一例としてリアクタンストランジスタを使った変調回路について解析する。次のことを理解する必要がある。

①FETのgm特性 ②リアクタンストランジスタ ③LC発振回路（コルピッツ型）

①FETのgm特性
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図１ FETの静特性
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gmとは相互コンダクタンスのこと。

ゲート電圧VGSに比例したドレイン

電流IDが流れる。
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FETの静特性は図１のようになる。

ゲート電圧VGSが逆方向に大きくなるほどVDS－ID特性の間隔が狭く

なるこのことからgmが小さくなることが考えられる。

どちらも同じ

±0.1[V]だが・・・

それぞれgmは

どうなるか。

idの波形を記入

して考えること。

id

[S]

0

－

t

t

t

t

t

t

0.1[V]

0.1[V]

図２ gmとVGSの関係

以上より、

（１）直流のゲート電圧VGSに

よって図２のようにgmが変化

することを確認すること。

（２）そこに交流のゲート電圧

vgsが加えられたときどのよう

ににgmが変化するか図２に

記入するすること。
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②リアクタンストランジスタ
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図３ リアクタンストランジスタ

図３の回路図においてａｂ端子間から見たアドミタンス

が等価的にCまたはLになることを証明する必要がある。
リアクタンストランジスタの等価回路を理解すること。ま

た，アドミタンスYabの式を求めること。

裏へ続く→

等価回路は図４のようになる。

Yabを導くこと
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図４ リアクタンストランジスタの等価回路
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（ⅰ）のとき，変調信号によりgm、Ceがどのように変化するか考える。
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図５ コルピッツ発振回路

等価キャパシタンスをコルピッツ発振回路において図５のように使うと発振周波数f0は

変調信号によって変化する。発振周波数の式を導き、図を使って説明しなさい。
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